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OZET

INDUKSIYONLU ISITMA DUZENEGI VE INDUKSIYONLU OCAK

Bulus, rezonans devresine ve rezonans devresi icin, iki
besleme transistodril tarafindan beslenen ortak bir Dbesleme
hattina sahip bir indiiksiyonlu 1sitma dilzenedi ile ilgilidir.
Her rezonans devresine, rezonans devresinin acilmasi ve
kapatilmasi ic¢in ayri bir devre transistdrti dizenlenmistir.
Bulus ayrica béyle bir indiksiyonlu 1sitma diizenedgine sahip

bir indiksiyonlu ocak ile ilgilidir.
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ISTEMLER

1. -Her rezonans devresinin 1sitma 1ig¢in bir indliksiyon
bobinine (L1, L2, L3, L4, Ln) sahip oldudu, bir birinci kutba
(211, 221, 231, 241, 251) wve bir ikinci kutba (212, 22z, 232,
242, 252) sahip rezonans devrelerine (21, 22, 23, 24, 25},
-Rezonans devrelerinin (21, 22, 23, 24, 25) birinci kutbu
(211, 221, 231, 241, 251) ile badli olan bir besleme hattina
(30},

—-Her rezonans devresine (21, 22, 23, 24, 25) bir devre
transistérintin (T1, T2, T3, T4, Tn) dizenlendidi ve devre
transistdérinin (Tl, T2, T3, T4, Tn) bkirinci kutbunun rezonans
devresinin (21, 22, 23, 24, 25) ikinci kutbu (212, 222, 232,
242, 252) ile badli oldudu ve devre transistd4rinin (T1, T2,
T3, T4, Tn) bir referans badlantisi 1ile badgli ocldugu, bkir
birinci kutba ve kir ikinci kutka sahip devre transistdrlerine
(Tl, T2, T3, T4, Tn) ve

-Her rezonans devresine (21, 22, 23, 24, 25) bir serbest gecis
diyedunun (D1, Dz, D3, D4, Dn) dizenlendidi wve her serbest
gegis diyodu (D1, D2, D3, D4, Dn) birinci kutbunun bir ara
devre gerilimi kaynadil (40) ile bagli oldudu ve serbest gegis
diyedu (D1, D2z, D3, D4, Dn) ikinci kutbunun ilgili rezonans
devresi (21, 22, 23, 24, 25) ikinci kutbu (212, 222, 232, 242z,
252) 1ile bagli oldudu, bir birinci kutba wve bir ikinci kutbha
sahip serbest gegis diyotlarina (D1, D2, D3, D4, Ln)
sahip olan indilksiyonlu 1sitma diizenedi (10) olup, 6zelligi;
-Birinci besleme transistdérid (TV1) birinci kutbunun kaynak
(40) ile bagli oldudu,

-Birinci besleme transistdéri (TV1) ikinci kutbunun wve ikinci
besleme transistdrd (TV2) birinci kutbunun besleme hatti (30)
ile badli oldudu,

-Ikinci besleme transistdri (TV2) ikinci kutbunun referans
baglantisi ile bkadli oldudu,

-Ilgili rezonans devresinin (21, 22, 23, 24, 25) bir

indiksiyon bobinine (L1, 12, L3, L4, Ln) ve bununla bagdli bir
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kondensatére (Cl, C2, €3, C4, Cn) sahip oldudu ve

-Indiiksiyon bobinlerinin (L1, L2, .3, 1.4, n) ve
kondensatérlerin (Cl, C2, C3, C4, Cn) sirali devre ile devreye
girdidgi,

-Birer birinci kutba ve birer ikinci kutba sahip bir birinci
besleme transistérid (TV1) ve bir ikinci besleme transistdri
(TVZ2) ile karakterize edilir.

2. Istem 1l’e gdre indiksiyonlu 1isitma dilzenedi olup, Szellidi;
indiksiyonlu 1s1tma diizenedinin bir besleme calistiraica
devresi (TR V) 1igermesi ve Dbesleme transistérlerinin (TV1,
TV2), besleme transistérlerini (TV1, TVZ) alternatif puspul
iletken ve iletken olmadan devreye gegirecedi sekilde vapilan
bir besleme c¢alistirici devresi (TR V) ile kumanda edilmesi
ile karakterize edilir.

3. Istem 1 veya 2'ye gdre indiksiyonlu 1sitma dizenedi olup,
o0zellidi; indilsksiyonlu 1sitma dlzenedinin devre g¢alistirica
devrelerini (TR1, TR2, TR3, TR4, TR n) icermesi ve devre
transistdrlerinin (T1, T2, T3, T4, ™n), ilgili devre
transistérint (Tl, T2, T3, T4, Tn) rezonans devresinin (21,
22, 23, 24, 25) aktiflestirilmesi ig¢in iletken devreye alacak
ve rezonans devresinin (21, 22, 23, 24, 25) devre disa
birakilmasi icin iletken olmadan devreye alacak gekilde
yapilan bir devre g¢alistirici devresi (TR1, TRZ, TR3, TR4,
TR n) 1le kumanda edilmesl ile karakterize edilir.

4, Istem 3’e gdre indiksiyonlu 1sitma duzenegi olup, 6zelligi;
bir wvurum doluluk ¢raninin, rezonans devresinin (21, 22, 23,
24, 25) istenilen glic verimine badli olarak avarlandigdi, devre
calistirici devresinin (TR1, TR2, TR3, TR4, TR n), devre
transistorint (T1, T2, T3, T4, Tn) darbeli iletken bigimde
devreye alacak sekilde yapilmasi ile karakterize edilir,

5. Istem 2 ila 4’ten birine gdre indiiksiyonlu 1sitma dilzenedi
olup, ©6zelligi; indiksiyonlu 1sitma dizenedinin bir kumanda
dizenedi (50) icermesi ve calistirici devrelerin (TR V, TRI1,
TRZ, TR3, TR4, TR n), besleme transistérleri (TV1, TVZ2)

araciligiyla besleme hattinda (30) bir dalgali akim gerilimi
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olusturacak wve/veya devre transistérleri (T1, T2, T3, T4, Tn)
aracilidiyla rezonans devrelerini (21, 22, 23, 24, 25}
aktiflestirecek ve devre disa birakacak ve/veya glig
verimlerini avarlavyacak sekilde vapilan bir kumanda dizenedi
(50) ile bagli olmasi ile karakterize edilir.

6. Onceki istemlerden birine gére indiiksiyonlu 1sitma diizenedi
olup, 6zellidi; indiiksiyon bobinlerinin (L1, L2, L3, L4, Ln)
besleme hatti (30) 1ile badli olmasi ve kondensatdrin (Cl, C2,
C3, c4, Cn) rezonans devrelerine (21, 22, 23, 24, 25)
diizenlenen devre transistorinin (T1, T2, T3, T4, Tn) birinci
kutbu (211, 221, 231, 241, 251) ile bagla olmasyi 1ile
karakterize edilir.

7. Onceki istemlerden birine gdre indiksiyonlu 1sitma duzenedi
olup, 6zellidi; birinci besleme transistédrinin (Tv1) wve ikineci
besleme Lransistorinin (TVZ2) birlikte bir yvarim kopri
olusturmasi ile karakterize edilir.

8. Onceki istemlerden birine gdre indilksiyonlu i1sitma diizenedi
olup, 6zellidi; ara devre gerilim kaynadinin (40) bir darbeli
gerilim kaynagina (Ul) ve bir ara devre kondensatdrine (CZ)
sahip olmasi ile karakterize edilir,

9. Onceki istemlerden birine gére indiksiyonlu i1sitma dizenedi
olup, 6zelligi; Dbesleme transistérlerinin (TV1, TV2) ve/veya
devre transistdrlerinin (T1, T2, T3, T4, Tn) IGBT-
transistdrleri olarak yapilmasi ile karakterize edilir.

10. Onceki istemlerden birine g&re indiksiyonlu 1sitma
diizenedi olup, ©6zelligi; en az dért rezonans devresine (21,
22, 23, 24, 2b) sahip olmasi ile karakterize edilir.
11.Inditksiyenlu ocak olup, &zelligi;

-Tercihen cam seramikten bir ocak plakasina (110) ve
-0Ocak plakas1 (110) altina dizenlenen ¢&ncekli istemlerden
birine gdre bir indiiksiyonlu 1sitma dizenedine (10) sahip
olmasidir.

12. Istem 1l'e gdre indiiksiyonlu ocak olup, ©6zellidi; vassi

indiiksiyonlu ocak colarak vyvapilmasi i1le karakterize edilir.
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TARIFNAME

INDUKSIYONLU ISITMA DUZENEGI VE INDUKSIYONLU OCAK

Uygulama Alani ve Onceki Teknik

Bulus her rezonans devresinin bir birinci kutba wve bir ikinci
kutba ve 1sitma ig¢in bir indiksliyon bobkinine sahip oldudu, bir
rezconans devresine sahip colan ozellikle bir indilksiyonlu ocak
igin bir indiksiyonlu i1sitma dizenedi ile ilgilidir.

Bulus ayrica béyle bir indiksiyonlu 1sitma diizenedgine sahip
bir indiksiyonlu ocak ile ilgilidir.

Bu tlurdeki indiksiyonlu 1sitma dlzenekleri ©&rnedin bir
indiksiyenlu ocadin pisirme alaninin 1si1tilmasz igin
kullanilair.

Ornedin ilgili endiksivon bobini bir endiksiyonlu occadin ocak
plakasinin altina dizenlenir ve bilinen tir ve sekilde salinim
ile elektromanyetik enerji ocak plakasi ilizerinde Dbulunan
pisirme kabina aktarilir.

Bu tirdeki endilksiyonlu 1sitma dizenedi DE 10017176 Al
doékiimaninda g&sterilmistir.

Burada ilgili rezonans devresi, rezonans devresinin bir
kutbunun alternatif potansivyellerde Dbulundudu iki besleme
transistéri tarafindan calistirilair.

Bdylece rezistans devresi salinim i¢in uyarilir ve endiksiyon
bobini yukarida ac¢iklandidi sekilde enerji aktarabilir.

Bu tirdeki endiksiyonlu 1sitma dizeneklerinde d&zellikle c¢ok
sayida rezistans devresi kullanildiginda besleme
transistérlerinde ylksek yapi parcasi gereklilidi mevcuttur.

Bu durum &zellikle endiksiyonlu 1sitma dizenedi pisirme
ylizeyleri icin  kullanildiginda, yani pisirme kabi  ocak
plakasinda herhangi bir alanda enerji 1le beslenebildiginde
gecerlidir.

Avrica besleme transistdri kumandasi icin isletici kademesinde
yvilksek yapl parg¢asi gereklilidi ortava ¢ikmaktadir.

Us 4,241,250 bsrden fazla rezonans devresine sahip benzer bir
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endiiksiyonlu 1sitma dizenegini gdstermektedir, burada her
rezonans devresinde bir endilksiyonlu ocadin 1sitilmasi digin
bir endiiksiyonlu bebin éngdriilmiistiir.

Burada bir dalgala akim kavnadi ongdrilmistiir ve endilksiyonlu
1si1tma dizenekleri i¢in bilindidi gibi, tuUm endiksiyonlu
1si1tma diizenedi bir kopriu dodrultucu yapisina sahiptir.

Amagc ve Cozium

Bulusun amaci, 0&zellikle bilylik sayida rezonans devresinde az
sayida vyapl parcgasl gereklilidi clan bir endiksiyonlu 1sitma
dizenedi olusturmak ve bu sekilde iyilegtirilmisg bir
endliiksiyonlu 1sitma dizenedgine sahip bir endliksiyonlu ocak
olusturmaktir.

Bu amaca bulusa gdére Istem 17in &zelliklerine sahip bir
endiksiyonlu 1sitma dizenedi ve Istem 117in 6zelliklerine
sahip bir endilksivonlu ccak ile ulasilmistair.

Bulusun avantajli ve tercih edilen vapilandirmalari dider
istemlerin konusudur ve asagida ayrintilz olarak
agiklanmigtir.

Burada Gzelliklerin bazilara sadece endiksiyonlu 1s1tma
diizenedgi veya sadece endiksiyonlu ocak ig¢in belirtilmis ve
aciklanmisgtir.

Fakat bunlar bundan badimsiz olarak hem endilksiyvonlu i1sitma
dilzenedi ig¢in hem de endiksiyonlu ocak i¢in gegerli olabilir.
Istemler bdliumil tarifname iceridine acik gdnderme yapmaktadir.
Bulus, bir birinci kutkba ve bir ikinci kutba sahip bir
rezonans devresine sahip olan endilksivonlu 1sitma dilzenedi ile
ilgilidir, burada her rezonans devresi 1sitma 1i¢in Dbir
indiiksiyon bobinine veya indikstyon i1sitma bobinine sahiptir.
Ayrica rezistans devresinin birinci kutbu ile badli olan bir
begsleme hattina ve Dbirinci besleme transistdrine ve bir
birinci kutba ve ikinci kutba sahip olan ikinci bir besleme
transistérine sahiptir.

Birinci Dbesleme transistéruniin birinci kutbu bir ara devre
gerilimi kaynagi ile baglidir ve birinci besleme

transistérinin ikinci kutbu ile ikincl besleme transistorinin
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birinci kutbu besleme hatti ile baglidir.

Tkinci besleme transistérinin  ikinci kutbu bir referans
baglantisi ile baglidir.

Bir birinci kutba wve bir ikinci kutba sahip devre transistdri
dngérilmiistir, burada her rezistans devresine bir devre
transistéri dizenlenmistir wve devre transistérinin birinci
kutbu rezistans devresinin ikinci kutbu ile badlidir ve devre
transistériniin ikinci kutbu referans badlantisi ile badlaidair.
Bir birinci kutba wve bir ikinci kutba sahip diyotlar veya
serbest gegis diyotlarinin &Ongdrilmesi avantajliadir, Dburada
her rezonanas devresine bir serbest gegis diyodu
dilzenlenmistir.

Serbest gegis diyodunun birinci kutbu kaynak ile wve serbest
gegis diyodunun ikinci kutbu ilgili rezonanas devresinin
ikinci kutbu ile baglidair.

Bulusa uygun endiksiyonlu 1sitma dlizenedinde rezonanas devresi
basina sadece bir devre transistdril gereklidir, buna karsin
tim rezonanas devreleri icin her iki besleme transistérii ayni
zamanda etki eder.

Dort rezonans devrinden birincisinden itibaren gerekli
transistorlerdeki toplam sayida bir tasarruf ortava
cikmaktadir.

Daha vyiiksek sayida rezonans devresinde gerekli transistdr
saylsl azalir.

Ayrica dnceki teknidin tersine 1ilgili rezonans devresi bir
aktif transistdr vyerine isletici kademenin gerekmedidi bir
pasif gserbest geclis diyctuna sahip oldugundan besleme
transistérleri ig¢in uygun fiyatli i1sletici vapi parcalar:
kullanilabilmektedir.

Endiisksiyonlu 1sitma diizenedindeki besleme hatti: ve dider
bag¢lantilar Ornedin Dbir platinin iletken tabakalari ile,
teller ile, glucg vevya diger akim verici elemanlarla
uygulanabilir.

Referans bkaglantisinda tercihen, ©&rnedin topraklama, fercihen

ortak bir topraklama ile iretilebilen bir toprak badlantisa
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56z konusudur.

Besleme transistdrleri tim rezonans devreleri igin alternatif
bir gerilimin ayni zamanda hazirlanmasini sadlar.

Béylece sadece vapl parcalari sayisindan tasarruf edilmekle
kalinmaz ayni =zamanda tiUm rezonans devrelerinin ayni sekilde
harekete gecirilmesi sadlanair.

Béylece istenmeyen sesler Onlenebilmektedir.

Burada tim rezonans devrelerinin isletiminde bunlarin uygun
sekilde Dbeslenmesi i¢in besleme transistorleri tipik bkicimde
yeterli glic¢ kapasitesi ile yapilmistar.

Ornedin bunlar birkac kW giice sahiptir.

Devre transistédrleri, devre transistdrili ile badli olan ilgili
rezconans devresinin ag¢ilmasini ve kapatilmasini sadlar.

I1gili devre transistéri iletken bigimde devreye alindiginda
ilgili rezonans devresi c¢alisir.

Ilgili devre transistdrii iletken clmayacak sekilde devreye
alindidinda rezonans devresi caligmaz.

Bu, endilksiyonlu 1sitma diizenedinin tim rezonans devrelerinin
ayri bicimde kumanda edilmesine olanak saglar.

Tercihen besleme transistdrleri, besleme transistdorlerinin
alternatif puspus iletken wve iletken olmayacak sekilde devreye
alinacagi sgekilde vapilan bir besleme calistirma devresi ile
kumanda edilir.

Bunun anlami o6rnedin, asadidaki her iki durumun sirekli vyer
dedistirmesidir:

-Durum 1:

Birinci besleme transistéri iletken ve ikinci besleme
transistéri iletken degil.

-Durum 2:

Birinci besleme transistdril iletken dedil ve ikinci besleme
transistdrid iletken.

B&ylece avantajlil bicimde rezonans devresini calistiran
besleme hattinda alternatif bir potansivyele ulasilir.

Devre +transistérleri tercihen, 1ilgili devre transistorinin,

rezonans devresinin aktiflestirilmesi dg¢in 1iletken devreye
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alinacagi wve rezistans devresinin devre disi birakilmasi ic¢in
iletken olmayacak hicimde devreye alinacadl sekilde vyapilan
bir devre calistirma devresi ile kumanda edilir.

Béylece rezistans devresinin tekli olarak aktiflestirilmesi wve
devre disi birakilmasi sadlanabilir.

Tercihen bir caligtirma devresi, devre transistdrinin darbeli
iletken bicimde devreye alinacadi sekilde vyapilir, burada
vurum doluluk orani, rezonans devresinin istenilen gig
verimine badli olarak ayarlanir.

Bu, 1ilgili rezonans devresi glg veriminin, g¢egitli wvurum
doluluk oranlarinin kullanilmasa ile ayri bicimde
ayarlanmasina olanak saglar.

Azalmis gil¢ veriminin ayarlanmasi 1i¢in bkir darbeli kumanda
agiklandigda gibi belirli bir wvurum doluluk orana ile
kullanilabilir, burada kademesiz avar mimkindir.

Tercihen galistirica devreler, besleme transistorleri
araciligiyla besleme hattinda bir dalgali akim geriliminin
olusturulacag1 ve/veya devre transistodrlii araciligiyla rezonans
devresinin aktiflestirilecedi ve devre disi Dbirakilacag:
ve/veya gl¢ veriminin ayarlanacagi sekilde yapilan kir kumanda
dizenedi ile badlanir.

Boyle bir kumanda dlizenedi 6rnedin bilgisavyar, mikroislemci,
mikro kontrolcii, hafiza programli kumanda (SPS) olarak veya
baska sekilde yapilabilir.

Ornegin islemci cihazina veya hafiza cihazina sahip olabilir,
burada hafiza <¢ihazina uygulamasi iglemcide tanimli Dbigimde
olan talimatlar kaydedilir.

Kumanda diizenedi, sistemin toplam kumandasina ve yukarida
aciklanan fonksiyonlarin sadece bir dizenek aracilidiyla
uygulanmasina olanak saglar.

Kumanda diizenedi bélinebilir, drnedin bir boliminde besleme
transistérleri kumanda edilebilir wve diger béliminde devre
transistdrleri kumanda edilebilir.

Bulusa gdre 1lgili rezonans devresli bir indilksivon bobinine ve

bununla badli bir kondensatére sahiptir.
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Bu, bir rezonans devresinin basit uygulamasina uygundur.
Indiiksiyon bobini ve kondensatér bulusa uygun olarak sirall
devredir.

Béylece seri rezonans devresi olusur.

Tercihen 1indiiksiyon bobini besleme hatti 1ile baglidir ve
kondensatdr rezonans devresine diizenlenen devre transistdrinin
birinci kutbu ile baglidir.

Bu diizen avantajli olmaktadir.

Ayrica tercihen 1lgili rezonans devresinin ikinci kutbu ile
ara devre gerilimi kaynadgalr arasina, anodu rezonans devresinin
ikinci kutbu 1ile bagli olan bkir divot wveya serbest gegis
diyotu yerlestirilir.

Boyle bir serbest geg¢is diyotu ile &rnedin rezonans devresi
devre disivken rezonanas devresine dizenlenen devre
transistdrd araciligaivyla bobinin manyetidinin bogsalmasi
nedenivle ortava cikabilecek olan gerilim asiriliklara
cevrilebilir ve zararsiz duruma getirilebilir.

B&ylece 1lgilil vap1l parcalarinin zarar gdrmesi &nlenebilir.
Tercihen Dbirinci besleme transistdéri ile ikinci  besleme
transistéri birlikte bir varim kdpri olusturur,

Bu, alternatif bir potansiyel olusturulmasi icin kantilanmis
bir uygulamaya uygundur.

Ara devre gerilimi kaynadi tercihen bir darbeli gerilim
kaynafina ve bir ara devre kondensatdriine sahiptir.

Bu darbeli gerilim kaynadil &rnedin bir sebeke geriliminin
dodru akima gevrilmesi aracidir.

Lra devre kondensatdéri gerilimin dizlestirilmesini sadlar.
Tercihen besleme transistérleri wve/veya devre transistdrleri
IGBT-transistérleri olarak vyapilir.

Bunlar mevcut uygulama ig¢in avantajli gdrilmektedir,

Ayrica indiksiyonlu 1sitma dlizenedgi en az dort rezonans
devresine sahiptir.

Rezonans devresinin bu savisindan itibaren hesap ile gerekli
vapl elemani sayisinda bir avanta] kaydedilir.

Ayrica tercihen doért rezonans devresinden fazla, Ozellikle en
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az on rezonans devresine sahiptir.

Ne kadar fazla rezonans devresine sahipse bulusa uygun
yvapilandirma ile elde edilen avantajlar o kadar fazladir.

Bulus avrica, tercihen cam seramikten bir ocak plakasina ve
ocak plakasi altina duzenlenen yukarida agiklanan buluss uygun
bir indiksiyonlu i1sitma dizenedine sahip bir indiksiyonlu ocak
ile ilgilidir.

Bulusa uygun indiiksiyonlu ocak ile bulusa uygun ocak plakasi
ile ilgili olarak acgiklanan avantajlardan bir indiksivyonlu
ocak i¢in faydalanilzabilir.

Burada indiksiyonlu 1s1itma dizenegi ile ilgili olarak
agiklanan tium uygulamalar ve versiyonlara dayanilabilir.
Agiklanan avantajlar gecgerlidir.

Ayrica tercihen indiksiyonlu ocak vassi indiksiyenlu ocak
olarak vyapilmistir.

Bu tirdeki vassi 1indiuksiyonlu ocaklar genelde ¢ck fazla
rezonans devresine gerek duyar, burada bulusga uygun
yapilandirma ile vyap1l parc¢alarinda &zellikle ylksek tasarruf
elde edilmistir.

Bu ve diger 4nlemler 1istemler disinda tarifnameden ve
sekillerden de alinabilir, burada her ozellik tek basina veya
kombinasyon halinde bulusun bir uyvgulama formunda vya da difer
alanlarda uygulanabilir wve avantajlili bi¢imde ve patentli
uygulamalari ifade edebilir.

Basvurunun ara-alt basliklara ve tekli bdélimlere dagitilmasi
genelgecerliligini sinirlamaz.

Sekillerin kisa ac¢iklamasi

Bulusun bir uygulama Srnedi sekillerde sematik olarak
gdsterilmistir ve asadida ayrintili aciklanmigstir.

Sekiller sgsunlari gbstermektedir:

Sekil 1: Bir indiksiyonlu 1sitma diizenedini ve

Sekil 2: Bir indiiksiyonlu ocadi gbsterir.

Uygulama drneklerinin ayrintili aciklamasi

Sekil 1 kbir indliksiyenlu 1s1tma dizenegini (10)

gostermektedir.
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Indiksiyeonlu 1sitma diizenedi (12) rezonans devrelerine
sahiptir, Dburada S$ekil 1’de bu rezonans devrelerinin sadece
besi g&sterilmistir.

Asadidaki rezcnans devreleri gdsterilmistir:

Birinci rezonans devresi (21), birinci indiksiyon bobini (L1}
ile wve birinci rezonans devresinin (21) birinci kutbu (211)

1le ikinci kutbu (212) arasindaki birincl kondensator (Cl) ile

bagladir.
Birinci rezonans devresinin (21) ikinci kutbunda (212) birinci
diyot (D1} agiklamasi agadida wverilecek olan ancdu ile
kbaglidir.

Ikinci kutup (212), karsisinda bulunan kutbun bkir tocprak
baglantisi ile bagli oldudu birinci devre transistdri (T1l) ile
badlidir.

Birinci devre transistori, birinci devre transistdériani (T1)
iletken olarak veya iletken olmadan devreye alabilen birinci
devre calistirici devresi (TR1) ile baglidir.

Tkinci rezonans devresi (22) ikinci indiiksiyon bobkbini (L2) ile
ve 1ikinci rezonans devresinin (22) Dbirinci kutbu (221) ile
ikinci kutbu (222) arasindaki i1kinci kondensatdr {(C2) 1ile
baglidir.

Tkinci rezonans devresinin (22) ikineci kutbunda (222) ikinci
diyot {(D2), anlamz asadida aciklanacak olan anodu ile
baglidir.

Tkinci kutup (222) karsisinda bulunan kutbun toprak badlantis:
ile bagli oldugu ikinci devre transistdrid (TZ) ile badlidar,
Ikinci devre transistérii, ikinci devre transistorinii (T2)
iletken olarak wveya iletken o¢lmadan devreye alabilen ikinci
devre g¢alistirici devresi (TRZ) ile baglidir.

Uclincl rezcnans devresi (23) Uctnct indiksiyon bobini (L3) ile
ve Ucluncl rezonans devresinin (23) bkirinci kutbu (231) ile
ikinci kutbu (232) arasindaki dginct kondensator {(C3) ile
baglidir.

Uclincli rezonans devresinin (23) ikinci kutbunda (232) {iciinci

diyvot (D3) anlami asagida agiklanacak colan anodu ile badlidir.
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Ikinci kutup (232) karsisindaki kutup toprak baglantisi ile
bagdli olan iiglincli devre transistdéril (T3) ile baglidair.

Uclincli devre transistéri, {liclincli devre transistdrinid (T3)
iletken olarak vevya iletken olmadan devreve alabilen {ciincii
devre ¢alistirici devresi (TR3) ile baglidir.

Dérdlincil rezonans devresi (24) ddrdincid indilksiyon bobini (L4)
1le ve ddérdincii rezcnans devresinin (24) birinci kutbu (241}
ile ikinci kutbu (242) arasindaki dérdincl kondensatdr (C4)

ile baglaidir.

D&rdincli rezonans devresinin (24) ikinci  kutbunda (242)
dérdiinci diyot (D4) anlami asagida ac¢iklanan anodu ile
baglidir.

Tkinci kutup (242), karsisindaki kutbun toprak badlantisi ile
badli oldudu dérdiinci devre transistédri (T4) ile badlidar.
Dordiincil devre transistori, dordincil devre transistdorinid (T4)
iletken olarak veya 1iletken olmadan devreye alabilen dordinci
devre calistirici devresi (TR4) ile badlidir.

Besinci rezonans devresi (25) besinci indiiksiyon bobini (Ln)
ile wve besinci rezonans devresinin (25) birinci kutbu (251)
ile ikinci kutbu (252) arasindakl besinci kondensatdéor (Cn)y ile
baglidir.

Ayrica besinci rezonans devresinin (25) ikinci kutbunda (252)
besinci diyot {Dn) anlami asagida ag¢iklanan anodu ile
baglidir.

Tkinci kutup (252) karsisindaki kutbun toprak baglantisi ile
bagli coldudu besinci devre transistdrid (Tn) ile badlidar.
Besinci devre transistdrii, Dbesinci devre transistérinii (Tn)
iletken wveya 1iletken olmadan devreye alabilen besinci devre
¢alistirici devresi (TR n) ile baglidar.

Gosterilen dérdincid rezonans devresi  (24) ile gdsterilen
besinci rezonans devresi (25) arasinda Sekil 1’ de
gésterilmeyen bircok baska rezonans devresi badlanabilir.
Besinci rezonans devresinden (25) sonra da dider rezonans
devreleri badlanabilir.

Rezonans devresinin (21, 22, 23, 24, 25) birinci kutbu (211,
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221, 231, 241, 251) ortak bir besleme hatti (30) ile badlidir.
Bunlar tim rezonans devreleri (21, 22, 23, 24, 25) ig¢in ortak,
alternatif bir besleme gerilimi olusturur.

Bunun ig¢in Dbesleme hatti (30) birinci besleme transistdri
(TV1) ile ve ikinci besleme transistdri (TVZ) ile baglidir.
Burada birinci besleme transistdérid (TV1) besleme hattinin (30)
karsisinda bulunan kutupta, dogru akima cevrilmis ve
dilzlestirilmis bir gerilim hazirlayan bir ara devre gerilim
kaynadi (40) ile baglidar.

Tkinci besleme transistdori (TV2) besleme hattinin (30)
karsisindaki kutupta toprak badlantisi ile badglidir.

Her 1ki besleme transistdril (TV1, TVZ2), dodnlisiimll olarak
zlternatif dletken wve iletken olmadan c¢alisan bir besleme
calistirici devresi (TR V) ile baglidar.

Bunun anlami, her 1ki Dbesleme transistérinden (TV1, TvVZ2)
birinin iletken ve digerinin iletken olmadigidir.

Bu, besleme hattinda (30} rezonans devresinin (21, 22, 23, 24,
25) disletimi dig¢in, vyani uyarilmasi ig¢in uygun olan sirekli
dedigsen bir potansiyel olusturur.

Ornegin besleme transistérleri (TV1, TV2), rezonans devresinin
(21, 22, 23, 24, 25) rezonans frekansina denk olan bir
frekansla kumanda edilir.

Bu rezonans frekansa avantajla bicimde tiim rezonans
devrelerinde (21, 22, 23, 24, 25) aynidir.

Ara devre gerilimi kaynadi (40) bir darbeli gerilim kaynagina
(Ul) wve bir ara devre kondensatdriine (C7) sahiptir.

Darbeli gerilim kaynadgi (Ul) dodru akima cevrilen fakat henliz
dilzlestirilmeyen darbeli akim verir.

Ara devre kondensatoria (CZ) bu gerilimi, birinci Dbesleme
transistdrinin (TV1) bagli olan kutbuna diizlestirilen
gerilimin verilecedi sekilde diizlestirir,

Daha ¢&nce belirtilen diyotlar veya serbest gecgigli diyotlar
(D1, D2, D3, D4, Dn) ilgili katodlari ile birlikte ara devre
gerilimi kaynadina (40) baglanir.

Ozellikle ilgili devre transistéri  (T1, T2, T3, T4, Tn)

10
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kapatildiginda bobinin manyetiginin bosalmasi nedeniyle ortaya
¢ikabilen gerilim asiriliklari avantajlil bicgimde c¢gevrilir ve
geri verilir.

Béylece indiiksiyonlu i1sitma dizenedinin (10) calismasi tekrar
saglanir ve yapl parcalarinda hasar olusmaz.

Besleme calistirica devresi (TR V) ve devre calistirici
devresi (TR1, TRZ, TR3, TR4, TR n}, kullanici tarafindan
gbsterilmeyen fakat bilinen sekilde indiiksiyonlu 1s1tma
diizenedinin (10) isletimi talimatlarinin alindidi elektronik
kumanda diizenegi (50) ile baglidar.

Buna uygun olarak besleme ¢alistirici devresi (TR V) ve devre
calistirica devresi (TR1, TRZ, TR3, TR4, TR n),
transistérlerin (TV1, TVZ2, T1, T2, T3, T4, Tn) indiksiyon
bobinlerinde (L1, L2, L3, L4, Ln) istenilen gl¢ verimini
olusturacak sekilde devreye alinacadi bigimde kumanda edilir.
Bunun i¢in 6zellikle devre ¢alistirici devreleri (TR1, TRZ,
TR3, TR4, TR n), devre transistérlerini (T1, T2, T3, T4, Tn)
darbeli iletken devreye alacaklari sekilde kumanda edilir.
Istenilen gucg verimi burada vuarum doluluk orani ile
ayarlanabilir,

Sekil 2, cam seramikten bir ocak plakasina (110) wve bir
indiiksiyonlu i1si1tma dizenedine (10) sahip bir indiksiyonlu
ocagi (100) gtstermektedir.

Indiiksiyonlu 1sitma dizenedi (10) Sekil 1’de gdsterildigi ve
bu sekil ile ilgili olarak ag¢iklandigi gibi yapilmisgtair.

Her bir bilesende Sekil 2'de sadece indiksiyon becbinleri (L1,
L2, L3, L4, Ln) gtsterilmistir, difer bkilesgsenler acik bicimde
gbsterilmemistir.

Indiksiyon bobinleri (L1, L2, L3, L4, Ln} do§rudan ocak
plakasi (110) altina dizenlenmistir ve bhidylece ocak plakas:
(110) iizerine konulan kabin 1sitilmasi i¢in kullanilabilir,
Indiitksiyonlu ocak (100), ocak plakasinda (110) kap konumunun
algilanmasa icin gdsterilmeven bir aracla donatilabilir,
Ldylece sadece iUzerinde bir tencerenin veya baska bir pisirme

kabinin bulundudu indiksiyon bobini (L1, L2, L3, L4, Ln)
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calisir.
Béylece enerji tasarrufu vapilir ve pisirma kabi istenilen

alana yerlestirilebildidinden pigirme konforu artirilir.
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